




Growing prOCèSS of etchpits in etching has scarecely been c1ear. Etching of Ge single crystals 
which orientations are ( 1 00)， (11 1) with Superoxol is observed continuously in order to investi­
gate the effect of Condensation and flow of etchant for surface etch pits. The results are following. 
(1) There is a remarkable relationship between growing rate of etch pits and condensation on flow 
of etchant. (2) In growing process， there are special patterns in varience of length of bottom plane 
and side plane， and growing rate of bottom plane， and they are effected on another. (3) Growing 
process of Surface etchpit is divided into four terms， initial， stable， side plane interruption. 


























(1) 試料 : 過去においてよく研究の対象となってい
るGe単結晶を選び， 第 1 表のような諸元をもっWafer
を使用した。
結 品 面 ( 1 00) ( 1 1 ) 
形 状I c 図俵 1 ) 1 J 〔 図( 表 1 ) 2 J 
厚さ 1 mm 厚さ1mm
伝 導 型直一一一一主I� 型
添加不純 物 Sb Sb 
ピ ッ ト 密 度
top 760 
800 
5 1 00 
5 400 bottom 
比 1. 30. 1 .  32 
1 . 31. 1.30 
1 .50. 1 .43 
1. 5 0. 1. 20 抵 抗
第 1 ;表 Ge単結晶の諸元
(2) エッチャント : 方向選択性にすぐれ， 比較的弱
い腐食性を持ち光像法による方位決定によく使用され
るSuperoxol ( HF : H202 : H20)を用いた。
(3)前処理 : Ge単結晶をエミリ」紙(%、%， %) 
で順次ヲッピングし， 酸化クロムでパフ研摩して鏡面
仕上げをする。 その後， 表面加工層および付着イオン
性物質を除去するためにHN03 CO . 1N)で， 泊目旨類を
洛解するためにエチノレアルコ」ノレで、超音波洗繰をそれ
ぞれ 3� 5分間行ったのち， Ge 単結晶を反応管に封
入した。
(4)装置(6) :第 1 図にその概要を示すように反応管



















<実験結果- 1>第2図， 第 3図は各実験条件にお
ける( 1 00)面， ( 1 11)面上のエッチピットの大きさの時
間的変化を示すものである。 エッチピットの大きさは






























( ml/ min) 
エッチャント 濃度
(体積比〉
HF， H2 H2' H20 
(5)実験方法-真空装置によって蒸留水を反応管中
に流しラボラトリジャッキを調整して所定の流量にな




水を流し Ge表面 を十 分に水洗する。




1 : 4 I 100 
1 : 10 I 50 
1 :  20I 0 
表 実験条件







1. 流量o ml/minの場合は， 最初の 1� 2 分間
エッチング液を流し， 反応管中がほぼ所定のエッチ
ャント濃度になった時にエッチャントを停止した。







。 1 50 )1 。
1 : 1 : 4 4凹ω511 お ω 1.03(10 .5) 
(100) 1 : 1 : 10 0 .76(10.0) 1 0 .66 (8.0) 0 .37(12. 5) 
1 : 1 : 20 0 .30(1 2.0)10.33 (9.0) 0.33 (7.0) 
1 : 1 : 4 5.90(10.5) 5.10 (8.5) 4.0 0 (6.5) 
( 111) 1 : 1 : 10 3 .50 (8 .6) 3.20(12.0) 3 .10(10 .5) 
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(1) (100)面ではエッチャント濃度 1 : 1 : 4 ， 流量
O ml/ minの場合を除き側面， 底面が曲率をおびて，
ほとんど区別できないが (111 ) 面ではいずれの場合 (3) 底面の成長速度が急に増加する点が， 存在する
でもはっきりと区別できる。 がこの時の底面の長さはほぼ一定である。
(幼 側面の長さは初めは増加するが， のちにあるー (4) (2)， (3)の現象はほぼ同時に発生する。





I 0 I �:;;|::;: I 
濃 度
1引 1 :1: 4 
111 I 1:1:  4 
1:1: 10 
1: 1 :20 
1:1: 4 
1:1 :10 
1 :1 :20 
1:1: 4 
1: 1 : 10 





























100 。。 0.76 
第4表 側 面 安 定 前 後 の 諸 値
V2/ V1 時�I時|平:値!日守
:l:|。|mmm一日目作一8
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析からエッチピットの成長速度Vは次式で 与 え ら れ
る。
























































面の長さもおからSn に増大し一定となる。 一方， 初
期の側面が安定な側面 PnQ よりもゆるやかな面 Po'Q







い。 また， エッチングの進行に際して， エッチピット
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